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FLACHENTRANSISTOREN

FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956 Ausgabe: September 1956

oC 810

p-n-p-Flichentransistoren fiir Niederfreqenzverstérker

ocC 811

p-n-p-Flchentransistoren fiir Niederfrequenzverstdrker

Grenzwerte: Grenzwerte:

Emitterstrom
Kollektorstrom

Kollektorspannung

Verlustleitung

10
—10
—25
—20
501)

Emitterstrom
Kollektorstrom

Kollektorspannung

Veriustleistung

10
—10 .
-2
-2

50%)

Kollektorreststrom

(le =0mA; Ucg = —5V) lcob = <20 pA
(I8 =0mA; Ucg = —5V) Icoe = < 350 pA
Umgebungstemperatur T = 4? °C

 Kollektorreststrom
(le.=0mA; Ucg = —5 V) <20 uhA
(8 =0mA; Ucg=~—35V) < 350 A
" Umgebungstemperatur = 45 °C

1) Die Transistoren werden nach der Stromverstdrkung « gruppiert und mit
einem Farbpunkt gekennzeichnet.
Eine bevorzugte Lieferung einer bestimmten Farbgruppe ist jedoch nicht
méglich.
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1 Die Verlustleistung setzt sich zusammen aus der Ermitter- und Kollektor-
verlustleistung. Sie Ist bei Umgebungstemperaturen T iber 25° C zu
reduzieren:

Ny=N,  —3(T-22C

Stromverstﬁrk}mg Farbe
mW .
=15

2030 rot
30—40 orange
4050 gelb
50—60 grin
60—75 blau
75100 violett
Gewicht: 1g
2) Die Verlustleistung setzt sich zusaramen aus der Emitter- und Kollektor-

verlustleistung. Sie ist bei Umgebungstemperaturen T ilber 25°C zu

reduzieren. .

. Ny =Nv,..u—’(T_25?C)
=17 W
=1%

Gewicht: 1 g
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956

OC 810
p-n-p Fldchentransistor fiir Niederfrequenzverstérker
Kennwerte:

Emitterbasisschaltung:

(g=1mA; Ucg = —5V;
f =1 kHz; Tamb = 25°C)

Eingangswiderstand
(Kollektor | bl

Kurzgt

Spannungsriickwirkung
(Basis offen)
Stromverstérkung
(Koliektor kurzgeschlossen)

Ausgangsleitwert )
(Basis offen) oee - 10-¢ Q-1

Leistungsverstdrkung = cee db

Blockbasi'sschaltung:
(le =1mA; Ucg = —5V;
=1 kHz; Tamb = 25° C)

Eingangswiderstand
(Kollektor kurzgeschlossen)

Spannungsriickwirkung
(Emitter offen)

Stromverstérkung
(Kollektor kurzgeschl

Ausgangsleitwert
(Emitter offen) g = ves -10-¢ Q-1

Grenzfrequenz kHz

Rauschfaktor
(g =02mA; Uce=—1V) F = db
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956

oc 811

p-n-p-Fléichentransistor fir Niederfrequenzverstdrker '

Kennwerte:
Emitterbasisschaltung:

(e =1mA; Ucg = —35V;
f =1 kHz; Tamb = 25°C)

Eingangswiderstand
(Kollektor kurzgeschlossen)

Spannungsriickwirkung
(Bas's offen)

Stromverstdrkung
(Kollektor kurzgeschlossen)
Ausgangsleitwert * )
(Basis offen) ...100  .10-t Q=2

Leistungsverstdrkung ) db

Blockbasisschaltung:
(g =1mA; Ucg = —5V;
f = 1 kHz; Tamb = 25°C)
Eingangswiderstand
(Kollektor kurzgeschlossen)

Spannungsriickwirkung
(Emitter offen)

Stromverstdrkung
(Kollektor kurzgeschlossen)

Ausgangsleitwert
(Emitter offen) 10

Grenzfréquenz kHz

Rauschfaktor -
(e=02mA; U = —1V) F= db
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956 Ausgabe: September 1956

Ausgangswiderstand MuB; inmm

< Der A;‘:sgqngswidefstqn‘d ra ist gegeben als das Verhdltnis von Ausgangs-
nung zu Ausgangsstrom des Vierpols, wenn keine Quellenspannung
orhanden ist:

R .
A Wy Ah +Rg hag

5.Leistungsverstirkung - 7
Die -eigentliche Leistungsverstdrkung G in-einem bestimmten Arbeits-
- punkt des Transistors. ist definiert als das Produkt aus der Stromver-
starkung Vi in Vorwirtsrichtung und der Spannungsverstdrkung Vu in
Vorwirtsrichtung. Mafgebend st nur der absolute Betrag des Produktes:
- - -

hem AL Kollektor

G =Vi-Vu =GR Th (ur ¥ RLAD

6. Lé],siungsv-erst&rkung Gmiy. bei angepaBtem Eingang

Wird der Eingangswiderstand rg dem Quellwiderstand Rg der Span-
~nungsquelle ug angepaBt (re = Rg), so liefert das Verhdltnis aus der im
Lastwiderstand RL verbrauchten Leistung zur hdchsten verfiigharen
Leistung .der Spannungsquelle u, die maximale Leistungsverstdrkung
Ginax: - . T
“Die maximale Leistungsverstdrkung erhdlt man also aus dem Wert von

o= 4R Rg - h%g
MK T Thyy + R 4B+ Rg (1 Fhag RO

Naluriiche  Grd8e
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Ausgn!ie_: September 1956

Berechnungsunterlagen

Transistor

Vierpol

1. Stromverstérkung
Die Sttorviverst&rkung Vi in Vorwartsrichtung ist definiert als das Verhdlt-
nis ¥on i zuiy:

= ia  hm
Vis =TTyt

Bei kurzgeschlossenem Ausgang (Re = 0) wird

Vi=¢a=hy

2. Spu-n‘pungsy,erstﬁrkfl.lng
Die Spannungsverstirkung Yu in Vorwdrtsrichtung wird gegeben durch
das Verhdltnis von u; zu uy:

—hgy R AR _
- =———_hn+'l:ndh mltAh—huhz? hyahg

Bei offenem Ausgang (R = 00) wird

Vu=p=—2%

- 3. Eingangswiderstand )
Der Eingangswiderstand re des Vierpols ist definiert als das Verhdltnis
vOR U ZU ! .

__u1 _hu+Rugh
TE= 5, = 1+Ruhg

VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 19."5‘6

7. Optimale Anpassung

Sind der Eingangswiderstand dem Quellwiderstand und der Ausgangs-
widerstand dem Lastwiderstand angepaBt, so liegt die optimale An-
passung vor.

=1/hdh
hae
R h,
Y et A At T
2t = |/ hasdb

8. Optimale Leistungsverstdrkung

Die optimale Leistungsverstirkung liegt vor bei optimaler Anpomm‘.
Man erhdlt ihren Wert aus dem optimalen Quellwidérstand und dom
optimalen Lastwiderstand.

_ a1 ,
G°M_( th+ th-hn)

Die angeflihrten Formeln gelten gleichermaBen fiir die h-, h'= und h*'-Para-
meter. o
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956 Ausgabe: September 1956

Die drei Elektroden eines Transistors, die Basis, der Emitter- und der Kollek-
tor, lassen insgesamt sechs Schaltungsmdglichkeiten zu, von denen jedoch
nur drei von praktischer Bedeutung sind. Je nachdem, weiche der drei Elek-
troden der gemeinsame Pol des Eingangs- und Ausgangskreises ist, unter-
scheidet man zwischen Blockbasisschaltung, Emitterbasisschaltung und Kol-
lektorbasisschaltung.

Umrechnungstabellé fir die KenngréBen der verschiedenen Schaltungs-
arten.

Gegebena Warte

h'yg h*yy
1T+531 Ah

A h’_h"’ 'Illl1 + Ahl!
T iy Y

- h'll i hu“__dhn
T hig; AW

. h'sp h"'g4
by T+ Wy AW

b1y

Blockbasisschaltung hea

hsy

by

"’71 iy * Uz T+ hy ¥ b

Ah—hyy
1+4hg

—hy ,
T+ hgr L

hyg 1—h"1s

Sehgitbild Ersatzschaitbild —1-=h"5

hgg )
T+ hgy h'gg LK)

U = by iy + hyg g
ig = hyy iy + hgs Uz

hn - X
“Tthg W1 Lt
1 ' 1 hy
Emitterbasisschaltung
—1

=t AW ”
T5 bt 1—hg h'gy

__hgg , »
T ha has . hgg

h = hyghgs—hyghgy | A = h'yyh'sg—h’1gh’ss [Ah*=h""11h"s9—h""13h""s)

Beispiel (It.1. Zeile):  Gesucht Eingangswider- Gesucht  Eingangswider-
P ) stand hyy der Blockbosis- | stand hyy der Blockbasis-
schaltung, gegeben sind die | schaltung,  gegeben sind

Parameter der Emitter- | dia Parameter dor Koi-

basisschaltung: lektorbasisschaltung:

W, W

b= T b=~

Schaltbild Ersatzschaltbild

. . .
uy =h"y i+ h/l,,/uli
./ .

i) == h'y i + WU

VEB WERK FUR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK - TELTOW
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956

Vierpolparameter und KenngriBen von Flichentransistoren

Flachentransistoren sind Halbleiterbauelemente, die zur Verstdrkung,
Schwingungserzeugung, fiir Regel- und Schaltzwecke herangezogen werden
kénnen. Fir die Betrachtung von Flichentransistoren hat es sich als zweck-
maBig erwiesen, das nichtlineare Kennlinienfeld eines Transistors durch eine
Darstellung der Emitterspannung Ug und des Kollektorstromes Ic als Funk-
tionen des Emitterstromes Ig und der Kollektorspannung Uc zu erfassen.
Bei hinreichend kleinen Spannungs- und Stromdnderungen am Arbeitspunkt,
das heiBt bei kleinen Signalen, lassen sich die Transistoren als aktive Vier-
pole auffassen, deren Eigenschaften durch vier Kenngréfien beschrieben
werden kénnen. Diese vier KenngréBen, die sogenannten h-Parameter, haben
folgende Bedeutung:

hy, = * bei u, = 0 der Eingangswiderstand bei kurzgesch! Ausgang
hyy = :,: bei i, = 0 die Spannungsriickwirkung bei offenem Eingang

hy = E bei u, = 0 die Stromverstérkung bei kurzgeschlossenem Ausgang

E:

haa = o2 bei iy = O der Ausgangsleitwert bei off

hy, hat die Dimension eines Widerstandes [Q], hys und hy, sind dimensions-
los und h,, hat die Dimension eines Leitwertes [Q™1].
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: September 1956
Kollektorbasisschaltung

iy i

—

hn

ol d {1 i "0 bt

Schaltt_zilu Ersatzsctalibild

no_prin ”
u', = h”u i’ 1+ h7yu”y
o o "o
iy = h"y iy + Wy 0",
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